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1. Določite tip polprevodnika za kos kristalnega Si, ki vsebuje homogeno porazdeljene donorske 

primesi v koncentraciji 1,5×1017 cm-3. Izračunajte energijsko razliko (v eV) med intrinzičnim in 
dejanskim Fermijevim nivojem pri temperaturi 340 K in skicirajte energijske nivoje v 
polprevodniku. Izračunajte tudi specifično prevodnost vzorca.  
(Podatki: ni = 2,5 × 1011 cm-3, µn = 800 cm2(Vs)-1, µp = 320 cm2(Vs)-1)  
(Rešitev: n-tip, UT = 29,33 mV; EF – EFi = 0,390 eV; σ = 19,2 S/cm) 

 
2. Za diodo s faktorjem kvalitete n = 1,9 smo pri sobni temperaturi izmerili naslednji dve točki 

karakteristike: 
• I1 = 1 mA pri U1 = 0,62 V 
• I2 = 50 mA pri U2 = 0,89 V 

Izračunajte tok nasičenja diode in notranjo upornost, pri čemer zanemarite vpliv notranje 
upornosti v prvi točki.
(Rešitev: IS = 3 nA; UD2 = 0,811 V; RS = 1,58 Ω) 

 
3. V danem vezju z bipolarnim tranzistorjem določite bazno upornost RB tako, da bo napetost na 

kolektorskem uporu RC enaka UCC/2. V katerem področju deluje tranzistor (razložite zakaj)?
(Podatki: αF = 0,99, UBB = 5 V, UCC = 12 V, RC = 2,2 kΩ, UBE ≈ 0,7 V). 
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 (Rešitev: IC = 2,73 mA; β = 99; IB = 27,6 µA; RB = 156 kΩ; UCB > 0 => aktivno področje) 
 
4. Za MOS tranzistor z induciranim n-kanalom, ki se nahaja v delovni točki UGS = 5 V, UDS = 5 V, 

v orientaciji s skupnim izvorom, določite področje delovanja (podnasičenje, nasičenje) in 
inkrementalne prevodnostne četveropolne parametre gij. Narišite tudi nadomestni model 
tranzistorja za majhne nizkofrekvenčne signale v danem področju delovanja (model z g 
parametri). 
(Podatki: C0µn = 1 mA/V2, W/L = 0,8, UT = 1,2 V)
(Rešitev: nasičenje; g11 = 0; g12 = 0; g21 = 3,04 mS; g22 = 0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami. 
Rezultati bodo objavljeni predvidoma v ponedeljek dopoldan v STUDIS-u. 
 


